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PENGARUH ALUR PEMANASAN TERHADAP KARAKTER
BAHAN SEMIKONDUK TOR Ph(SeyeTeys) HASIL PREPARASI
DENGAN TEKNIK BRIDGMAN

Oleh
Dwi Nova Siti Handayani
NI M. 08306144007

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaaltwr pemanasan
terhadap srtuktur kristal bahan semikonduktor Pi{B®,) hasil preparasi
dengan teknik Bridgman. Penelitian ini juga memjaeianorfologi permukaan
serta komposisi bahan semikonduktor Ph¢be, 4) hasil preparasi dengan teknik
Bridgman.

Proses penumbuhan kristal menggunakan teknik Bradgrdilakukan
dengan memanaskan bahan Pb, Se, dan Te pada gentutelan perbandingan
molnya adalah 1 : 0,6 : 0,4. Dalam penelitian prigses penumbuhan kristal
bahan semikonduktor Pb(# ey 4) dilakukan pada temperatur tinggi, yaitu alur
pemanasan pada temperatur 500°C dan alur pemapadantemperatur 600°C.
Kristal hasil preparasi dengan teknik Bridgman kdmano dikarakterisasi
menggunakanX-Ray Diffraction, Scanning Electron Microscopy, dan Energy
Dispersive Analysis X-Ray.

Hasil karakterisasi XRD yang berupléraktogram menunjukkan bahwa
kristal bahan semikonduktor Pb¢gS€ey 4) yang terbentuk merupakan polikristal
dengan struktur kristal kubik dan nilai parametesi kintuk alur pemanasan 1
adalah 6,142A sedangkan nilai parameter kisi urtiuk pemanasan 2 adalah
6,157A. Jika ditinjau dari difraksi dan intensitatatifnya, pada alur pemanasan 2
struktur kristalnya lebih baik dibandingkan denganr pemanasan 1. Hasil
karakterisasi SEM, memperlihatkan bahwa kristal abmahsemikonduktor
Pb(SeeslTens) yang terbentuk cukup homogen dan hasil karaktgri€DAX
diperoleh perbandingan mol Pb, Se, dan Te adaldh@ll : 0,77.

Kata kunci :Struktur Kristal, Alur Pemanasan, Teknik Bridgman, Karakterisasi
(XRD, SEM, dan EDAX)
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THE EFFECT OF THE HEATING SEQUENCE OF THE CHARACTER
Pb(SepsTens) SEMICONDUCTOR MATERIAL PREPARATION
RESULTSBY BRIDGMAN TECHNIQUE

By
Dwi Nova Siti Handayani
NIM. 08306144007
ABSTRACT

The aim of the research to know the effect of thatimng sequence of the
crystal structure Pb(SeTeys) semiconductor material which resulted by the
Bridgman technique. And to know the surface morpggland the composition of
the Pb(SgsT ey 4) semiconductor material resulted with the Bridgrteehnique.

The process of crystal growth using the Bridgmahnejue performed by
heating the material Pb, Se, and Te at specifipésature and mole ratio is 1:
0.6: 0.4. In this study, the process of growingstais of semiconductor material
Pb(SeeTep ) performed at high temperature, the heating semiahtemperature
of 500 °C and the heating sequence at temperafuB®® °C. The crystal was
characterized by-Ray Diffraction, Scanning Electron Microscopy, and Energy
Dispersive Analysis X-Ray.

XRD characterization show that from difractograne kmow the structure
of Pb(Seslens) semiconductor material is polycrystalline cubicattice
parameter values for the heating sequence 1 i€ &Mhile the lattice parameter
values for the heating sequence 2 is 6.157 A.dived from the diffraction and
relative intensity, crystal structure from the egtsequence 2 is better than the
heating sequence 1. From the SEM characterizati@n,know Pb(SgsTep )
crystal semiconductor are homogenous. And EDAX attarization show the
composition of each element with a mole ratio of b, and Te is 1: 0.61: 0.77.

Key words. Crystal Sructure, Heating Sequence, Bridgman technique,
characterization (XRD, SEM and EDAX)
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